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Rozpragovaci elektroda vytvotend z feromagnetické slitiny
majici zékladni kov a X, pfiemZ X je kov majici primér
atomu mendi ne? 0,266 nm a oxidadn{ potencial vét3i nez
zékladni kov. Zakladnim kovem miZe byt Fe, Co nebo
jakykoliv jiny feromagneticky materiél a slitina miZze byt ddle
tvotena prvky jako je Pt, Ta a/nebo Cr ke zlepSeni koercitivity.
X, miize byt kov vybrany ze skupiny sestavajici z Al, Ba, Be,
Ca, Cd, Ce, Cr, Cs, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Hf, Ho, K, La, Li, Mg,
Mn, Na, Nb, Nd, Pm, Pr, Rb, Sc, Sm, Sr, Ta, Tb, Te, Th, V, Y,
Zn a Zr. Rozpra$ovaci elektroda miiZe obsahovat 0 az 15
atomérnich procent X,;. RozpraSovaci elektroda se reaktivng
rozpraduje za vzniku zrnitého média s optimalizovanou
velikosti magnetickych zrn a vzéjemnou separaci zrn.
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Materidl rozpraSovaci elektrody pro zlepSené magnetické vrstvy

Oblast techniky

[0001] Pfedmétny vyndlez se tykd rozpraSovacich elektrod,
konkrétné&ji zlep3enych materidlt rozpraSovacich elektrod,
kterymi se vytvareji tenké magnetické filmy pro ukladani dat s
optimalizovanou velikosti zrn a vzdjemnou separaci zrn, kdyz

jsou reaktivné rozpradovadny za pritomnosti kysliku.

Dosavadni stav techniky

[0002] K vytvareni velmi tenkych povlakli, které maji pfesné
fizenou tloudtku a atomicky hladky povrch,' je v rtznych
oblastech techniky velmi roz3if¥en proces rozpraSovani. PouZiva
se naptiklad k povlékani polovodidt a/nebo k vytvareni tenkych
vrstev na povrchu magnetickych médii pro zaznam dat. U
reaktivniho rozpradovaciho procesu se katodickd rozpraSovaci
elektroda umisti do vakuové komory C&stecné naplnéné chemicky
reaktivni plynovou atmosférou a vystavi se puasobeni
elektrického pole, ¢imZ se vytvori plazma. Ionty uvnit? této
plazmy nardZeji na povrch rozpra3ovaci elektrody, coZ zpusobi,
e rozpradovaci elektroda emituje atomy ze svého povrchu.
Material, ktery byl rozpra$en z elektrody, chemicky reaguje s
reaktivnimi slofkami v plynné smési, &imZ se vytvori chemicka
slouc¢enina, kterd vytvori pozadovany film na povrchu
substratu.

[0003] Magnetickd z&znamovd média znamd z dosavadniho stavu
techniky typicky obsahuji né&kolik vrstev tenkych filmd, které
se vytvafeji postupnym napraSenim na substrat pomoci vét3iho
podtu rozpradovacich elektrod. Jak je znazornéno na obrazku 1,
typickd vrstva 100 tenkych filmld pro magnetickd z&znamova
média znamé z dosavadniho stavu techniky zahrnuje nemagneticky
podkladovy substrat 101, vrstvu 102 zarode&nych krystald,

alespofi jednu podkladovou vrstvu 104, alespoil jednu mezivrstvu
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105, alesponi jednu magnetickou vrstvu 106 pro ukladdani dat a

vrstvu 108 lubrikantu. Data se uklddaji v magnetické vrstvé
106 pro ukladani dat v diskrétnich doménéch, které se
magnetizuji tak, aby reprezentovaly stav on nebo off datovych
bit.

[0004] Jemnost struktury zrn a vzajemnd mikrostrukturélni
separace zrn magnetickych materidll jsou klicovymi kritérii
p¥i konstrukci diskrétnich magnetickych domén s malym ruSenim
a vysokym pomérem signdl/3um (SNR). U slitin na bazi kobaltu
(Co) byly pouzity ke =zjemnéni zrn a zlepSeni separace zrn
riizné materidly Jjako ptisady, v&etné& chromu (Cr), boru (B) a
tantalu (Ta). V posledni dob& zalaly prédce na pouZiti
dielektrickych material®, které ovliviiuji vytvareni “zrnitych
médii” nebo material® s zrnitou mikrostrukturou, u nichZ jsou
magnetickd zrna o velikosti Fradu nanometry zapouzdfena
v izola&ni matrici. I p¥es tato zlep3eni v3ak materidly zndmé
z dosavadniho stavu techniky nejsou schopny vytvorit tenky
film pro ukladani dat s dostatecné& malou velikosti zrn a
dostate&né velkou vzajemnou separaci zrn, které by vyhovovaly
stdle se zvy3ujicim poZadavklm na ukladani dat. ‘

0005] Vzhledem k tomu, Ze Jjemnost struktury zrn magnetickych
médii na bazi tenkych filmd se bliZi mezim stability
magnetickych dipélt, vyvstdva stdle veétSi nutnost vyvinout
maﬁeriély s malymi velikostmi =zrn a dostatefnou vzajemnou
separaci zrn, tak aby v8echna zrna nebyla magneticky
ovliviiovana sousednimi zrny Vv tomto médiu. Obzvlasté Je
y4douci vyvinout material rozpradovaci elektrody, ktery miZe
byt reaktivné rozpraSen tak, aby vzniklo zrnité médium s

optimalizovanou velikosti zrn a vz&jemnou separaci zrn.

Podstata vynalezu

[0006] Tento vynadlez Ye3i vy$e uvedené problémy vytvorenim

materidlu rozpraSovaci elektrody pro reaktivni rozpraSovani
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zrnitého média s optimalizovanou wvelikosti zrn a wvzdjemnou

separaci zrn.

[0007] Jednim tohoto rozpradovaci

je
elektroda vytvotenad z feromagnetické slitiny majici =zakladni

predmétem vynalezu

kov. Tato rozpradovaci elektroda je dale tvotena X;, tj. kovem
majicim pramér atomu men3i nez 0,266 nm a oxida&ni potencial
vét3i neZ je oxidadni potencidl zdkladniho kovu.

{0008]

Zakladnim kovem feromagnetické slitiny rozpra3ovaci

jiny
U jednoho provedeni je zakladnim kovem Co
(Pt)

elektrody je zelezo (Fe), Co nebo jakykoliv

feromagneticky kov.

a feromagnetickad slitina Jje dale tvorena Ta, platinou

nebo PtCr. U druhého provedeni je =zakladnim kovem Fe a

feromagneticka slitina je dale tvorena Ta nebo Pt.

[0009] Vzhledem k tomu, e funkci oxidového materialu

v magnetickém =zaznamovém médiu Jje plhsobit Jjako izolacdni a

antimagnetickd bariéra va¢i vzdjemnym interakcim zrn, je pro

tento vynalez charakteristické, Ze X; beéhem rozpra$ovani

rychleji difunduje do hranic zrn a je snadné&ji oxidovan nez
pokud X; m& polomeér

jiné materidly matrice. K tomu dochéazi,

atomu mendi ne? 0,18 nm a oxidadni potencidl vét3i nei -1,0

ev.

[0010] Slovo ”"vétsi” je-1li pouZito ve formulaci “vétsi
oxidadni potencial”, znamend vice negativni né&boj, mé&Zeny
v eV. Naptiklad oxida&ni potencidl rovny -2,7 eV (Mg) je vetsi
ne? potencidl rovny -2,3 eV (Pm).

[0011] X; je vybran ze skupiny obsahujici Al, Ba, Be, Ca, cd,
Ce, Cr, Cs, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Hf, Ho, K, La, Li, Mg, Mn, Na,
Nb, Nd, Pm, Pr, Rb, Sc, Sm, Sr, Ta, Tb, Te, Th, Ti, V. Y, Zn a

Zr. Navic je materidl rozpra3ovaci elektrody tvofen vice nez 0

atomdrnimi procenty a méné& neZ patnadcti atomdrnimi procenty

X1.
[0012] Druhym predm&tem tohoto vynadlezu Je zplsob vyroby
magnetického =zaznamového média. Tento zpusob zahrnuje krok
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spo¢ivajici v reaktivnim rozprasSovani rozpraSovaci elektrody
za pritomnosti kysliku, p¥i¢emZ rozpraSovaci elektroda iJje
vytvorena z feromagnetické slitiny majici zakladni kov a Xz,
tj. kov majici prumér atomu mensi nez 0,266 nm a oxidadni
potencidl vétsi neZ je oxidadni potencidl zdakladniho kowvu.
[0013] Tfetim ptredmétem tohoto vyndlezu Jje magnetické
zdznamové médium majici substrat a vrstvu tenkého filmu pro
ukladani dat vytvofenou na substratu. Tato vrstva tenkého
filmu pro ukladani dat je vyﬁvofena z feromagnetické slitiny
majici zakladni kov a oxid X3, tj. kovu majiciho primér atomu
mensi neZ 0,266 nm a oxida&ni potencidl vét3i neZ je oxidalni
potencial zakladniho kovu.
[0014] X3 je vybran ze skupiny obsahujici Ba, Be, Ca, Cd, Ce,
cr, Cs, Dy, Er, Bu, Ga, Gd, Hf, Ho, K, La, Li, Mg, Mn, Na, Nb,
Nd, Pm, Pr, Rb, Sc, Sm, Sr, Ta, Tb, Te, Th, Ti, V, Zn a Zr.
[0015] Vyhodou tohoto vynadlezu je, Ze vytva¥i zrnité médium s
izola¢ni a antimagnetickou bariérou va¢i vzadjemnym interakcim
zrn. Daldim charakteristickym rysem a vyhodou tohoto vynalezu
je, #e vytvari magnetické =zéznamové médium se zlep3Senym
pomérem signdl/3um.
[0016] V nasledujicim popisu vyhodnych provedeni Jjsou uvedeny
odkazy na pripojené obrazky, které tvori soulédst tohoto popisu
a na nich? jsou nazorn& zobrazena konkrétni uspofédani, podle
nich? lze vynalez provést. Priklady je t¥reba chapat tak, Ze
lze pouZit i jin& provedeni a Ze provést jejich zmény,‘anii by

dodlo k odchyleni se od rozsahu tohoto vynalezu.

Pfehled obrazkl na vykresech

vynalez je dale popsadn s pouZitim obrazkl, pricemZz na
viech obrazcich jsou pro odpovidajici &asti pouZity stejné
vztahové znacky.

Obrazek 1 znazorifiuje typickou vrstvu tenkych filmd pro

magnetickd zéznamova média;
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obrazek 2 zndzornuje rozpraSovaci elektrodu ©podle
jednoho provedeni tohoto vynalezu;

obrazky 34, 3B a 3C znazortuji makroskopicky a
mikroskopicky pohled na reaktivni rozpraSovani rozpraSovaci
elektrody =za wvzniku magnetického =zaznamového média podle
jednoho provedeni tohoto vynélezu;

obrazek 4 je  blokové schéma zndzoriujici proces
reaktivniho rozpra3ovani rozprasSovaci elektrody podle jednoho
provedeni tohoto vyndlezu; a

obrazek 5 =znazorfiuje vrstvu tenkych filmd se zlep3enou
magnetickou vrstvou pro uklddani dat podle jednoho provedeni

tohoto vynalezu.

Podrobny popis prikladd provedeni

[0017] Tento vynalez predstavuje zlepSeny material
rozpraSovaci elektrody, ktery mlZe byt reaktivné& rozprasen
tak, aby vytvoril tenké magnetické filmy pro ukladani dat
majici zrnit4d média s optimalizovanou velikosti zrn a
zlepSenou vzajemnou separaci zrn.

[0018] Obrazek 2 znazortiuje rozpradovaci elektrodu podle
jednoho provedeni tohoto vyndlezu. Rozpra$ovaci elektroda 200
je vytvofena z feromagnetické slitiny majici zakladni kov a
X1, tj. kov majici primér atomu men3i neZ 0,266 nm a oxidacni
potencial vét3i neZ je oxidacéni potencial zakladniho kovu.
[0019] Zakladni kov feromagnetické slitiny rozpraSovaci
elektrody je Fe, Co nebo jakykoliv jiny feromagneticky kov. U
jednoho provedeni je zakladni kov Co a feromagnetickd slitina
je dale tvorena Ta, Pt nebo PtCr. U druhého provedeni je
zdkladni kov Fe a feromagnetickd slitina je dale tvorena Ta
nebo Pt.

[0020] Oxidovy materidl mé& v magnetickém zaznamovém médiu za
tkol plsobit Jjako izola&éni a antimagnetickd bariéra vaci

vzajemnym interakcim zrn. Pro tento vynalez je
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charakteristické, Ze X; b&hem rozpradovani rychleji difunduje
do hranic zrn a Jje snadn&ji oxidovadn neZ Jjiné materialy
matrice. V tomto ohledu jsou kovy uvedené v tabulce 1
povaZovany za prvoradé kandidaty na oxidy ve vysoce ucinnych
zrnitych magnetickych médiich. T&chto charakteristickych znaka
se dale dosahuje tim, Ze ¥X; se vybere =z kovid uvedenych
v tabulce 1 tak, Ze se kombinuje nejvy33i oxida¢ni potencial

(<1,0 eV) a nejniz3i primér atomu (<0,18 nm).
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TABULKA 1

Kovy sefazené od nejvy3siho oxidaéniho potencidlu

Prvek Oxidaé¢ni Polomér Polomér
potencial~* atomu' iontu'’
Li -3,0401 1,52 0,76
Cs -3,026 2,65 1,67
Rb -2,98 2,48 1,52
K -2,931 2,31 1,38
Ba -2,912 2,22 1,35
Sr -2,899 2,15 1,18
Ca -2,868 1,98 1,00
Na -2,71 1,86 1,02
Mg -2,7 1,61 0,72
La -2,379 1,88 1,03
Y -2,372 1,80 0,90
Pr -2,353 1,83 0,99
Ce -2,336 1,72 1,02
BEr -2,331 1,76 0,89
Ho -2,33 1,77 0,90
Nd -2,323 1,82 0,98
Sm -2,304 1,80 0,96
Pm -2,3 1,81 0,97
Dy -2,295 1,77 0,91
Th -2,28 1,78 0,92
Gd -2,279 1,80 0,94
Sc -2,077 1,64 0,75
Eu -1,991 2,04 0,95
Th -1,899 1,79 0,94
Be -1,847 1,14 0,27
Al -1,662 1,43 0,54
Ti ~1,63 1,46 0,61
HE -1,55 1,59 0,71
Zr -1,45 1,60 0,72
Mn -1,185 1,12 0,67
Y ~1,175 1,34 0,54
Te -1,143 1,60 0,56-0,97
Nb -1,099 1,46 0,64
Zn -0,7618 1,39 0,74
Cr -0,744 1,25 0,55
Ta -0,6 1,46 0,64
Ga -0,539 1,35 0,62
cd -0,403 1,51 0,95
*v eV

'v Angstromech
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[0021] Materidl rozpraSovaci elektrody je navic tvoren vice
ne? 0 atomarnimi procenty a méné& neZ patnidcti atomdrnimi
procenty Xi.

[0022] Obrazky 3A, 3B a 3C znazoriuji reaktivni rozpradovani
rozpradovaci elektrody za ulelem vytvofeni magnetického
zadznamového média podle jednoho provedeni tohoto vynalezu.
[0023] Konkrétnéji obrazek 3A znazoriiuje makroskopicky pohled
na rozpradovaci komoru 310. U rozpraSovaciho procesu se
rozpradovaci elektroda 200 umisti do rozpraSovaci komory 310,
kterd je Gastedné& naplnéna jak inertnim plynem, tak kyslikem.
RozpraSovaci elektroda 200 je vystavena plUsobeni elektrického
pole za G&elem excitovani uréité sloZky plynu, &imZ se vytvori
plazma 316. Ionty uvnit¥ plazmy 316 nardZeji na povrch
rozpra$ovaci elektrody 200, coZz zpusobi, e z povrchu

rozpradovaci elektrody 200 Jjsou emitovadny molekuly. Cast
materidlu, ktery byl vypuzen z rozpraSovaci elektrody 200,
chemicky reaguje s kyslikem v plazmé 316 za vzniku molekul
oxidu. Napétovy rozdil mezi rozpraSovaci elektrodou 200 a
substratem 312 zplsobi, e emitované molekuly vytvori
po?adovany tenky film 314 na povrchu substratu 312.

[0024] Obrazek 3B znazornuje mikroskopicky pohled na
rozpraSovaci elektrodu 200 bé&hem vySe popsaného rozprasovaciho
procesu. Na molekuldrni Grovni se zda, Ze rozpralSovaci
elektroda 200 je tvorena molekulami feromagnetické slitiny 323
a molekulami X, 324, kde X, je kov majici prumér atomu men3i
ne7 0,266 nm a oxidadni potencidl vé&t3i neZ Je oxidaé&ni
potencial zakladniho kovu. Povrch 322 rozpraSovaci elektrody
200 je bombardovan energetickymi ionty 325 smési
rozpradovaciho plynu plazmy, takZe z povrchu 322 rozpra$ovaci
elektrody 200 jsou vyréZeny molekuly. Molekuly X, 324, které
jsou vyraZeny, reaguji s molekulami 326 kysliku v plazmé za
vzniku oxidovych skupin 328, které spolu s molekulami

vyrazenymi =z feromagnetické slitiny 327 nejsou ve stavu
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termodynamické rovnovahy. Tyto molekuly budou mit tendenci
zkondenzovat zpé&t do pevné fiaze po kolizi s Jakymkoliv
povrchem v rozpraSovaci komofe.

[0025] Obrazek 3C zndzornuje mikroskopicky pohled na substrat
312. Povrch 332 substratu 312 Je povleCen molekulami
vyrazenymi z rozpraSovaci elektrody 200, které =zkondenzovaly
za vzniku diskrétnich zrn 334 feromagnetického materialu a
matrice 336 z oxidovych skupin. Matrice 336 z oxidovych skupin
plsobi jako izola&ni a antimagneticka bariéra vic¢i interakcim
mezi zrny 334 feromagnetického materidlu, coZ vede ke zlepSeni
poméru signal/3um magnetického zaznamového média.

[0026] Obrazky 3A, 3B, a 3C je tfeba chépat tak, Ze nejsou ve
skutedném méfitku a Ze znaky tohoto vyndlezu predstavuji pouze
zjednodusSené.

[0027] Na obrazku 4 je zndzornéno blokové schéma 400 jednoho
provedeni tohoto vyndlezu ptedstavujici jednotlivé kroky
reaktivniho rozpradovani rozpradovaci elektrody za ucelem
naneseni zrnitého média ve formé& tenkého filmu.

[0028] Proces zalina krokem 410. V kroku 420 se do
rozpra$ovaci komory umisti rozpraSovaci elektroda.
Rozprafovaci elektroda Jje vytvofena z feromagnetické slitiny
majici zakladni kov. Rozpradovaci elektroda je dale tvorena
X;, tj. kovem majicim primér atomu men$i nez 0,266 nm a
oxidadni potencidl vé&t3i neZ je oxidalni potencial zakladniho
kovu. Rozpradovaci komora je vakuovd komora, v niz miZe byt
obsaZena reaktivni plazma .a do niZ 1lze umistit Jjak
rozprasovaci elektrody, tak substraty.

[0029] V kroku 430 se dovnitt rozpradovaci komory umisti
substrat. Tento substrat se umisti tak, aby béhem
rozpradovaciho procesu akumuloval tenky film. V kroku 440 se
do rozpradovaci komory ptivede plynova atmosféra, obsahujici
jak nereaktivni sloZky plynli, tak kyslik za vzniku c&asteclného

vakua.
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[0030] V kroku 450 se v rozpradovaci komofe excituji urcite
slozky plynu za vzniku plazmy. Tyto sloZky plynu se excituji
substrdtem a rozpradovaci

ukléada

aplikaci napé&tového rozdilu mezi

elektrodou. V kroku 460 se na substréat material

rozpradovaci elektrody jako zrnité médium. Toto ukladani jJe

vysledkem bombardovdni rozpraSovaci elektrody energetickymi

ionty smési rozpraSovaciho plynu v plazmé&, takZe z povrchu

rozprasdovaci elektrody jsou vyrdZeny molekuly. Molekuly X,

které jsou vyraZeny, reaguji s molekulami kysliku v plazmé za

vzniku oxidovych skupin. Jak tyto oxidové skupiny, tak

vyrafené molekuly feromagrneticke slitiny, nejsou ve stavu

termodynamické rovnovahy, a proto maji po kolizi s jakymkoliv
povrchem v rozpraSovaci komofe tendenci zkondenzovat zpét do

své pevné faze. Substradt, ktery je tak povrchem, proto béhem

rozpradovaciho procesu akumuluje tenky film pozZadovaného

materidlu. V kroku 470 proces konci.

[0031] Obrazek 5 znazorifluje vrstvu tenkych filmd, u niZ byla
magnetické vrstva pro ukladani dat reaktivné napridSena za
rozpraSovaci elektrodou vytvo¥enou

ptitomnosti kysliku

z vylepiené kompozice podle jednoho provedeni tohoto vynalezu.
[0032]
nemagneticky podkladovy substrat 501,

Konkrétn& magnetické zé&znamové médium 500 zahrnuje

vrstvu 502 zarodecnych

krysyalt, alespoil jednu podkladovou vrstvu 504, alespon jednu
mezivrstvu 505, vrstvu 506 tenkého filmu pro ukladéni dat a
vrstvu 508 lubrikantu. Tato vrstva 3506 tenkého filmu pro
ukladani dat na magnetickém zéznamovém médiu 500 je vytvofena
z feromagnetické slitiny, pricemZ tato feromagnetickd slitina
majici zakladni kov a oxid X3, kde X3 je kov majici prumér
atomu mend3i ne? 0,266 nm a oxidadni potencidl vétsi nez je
zdkladniho kovu. U alternativniho

oxidacni potencial

usporadani méd magnetické zaznamové médium 500 vynechanu vrstvu
502

505 a/nebo vrstvu 508 lubrikantu.

zarode&nych krystald, podkladovou vrstvu 504, mezivrstvu
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[0033] Vzhledem k tomu, Ze funkci oxidového materialu

v magnetickém zaznamovém médiu je pusobit jako izolacni a

antimagnetickd bariéra va¢i vzdjemnym interakcim zrn, je pro

tento vynalez charakteristické, Ze X; béhem rozpraSovéani

rychleji difunduje do hranic zrn a je snadnéji oxidovan neZ

jiné materialy matrice. V tomto ohledu Jjsou kovy uvedené

v tabulce 2 povazZovany za prvoradé kandididty na oxidy ve

vysoce u&¢innych zrnitych magnetickych médiich. Téchto

charakteristickych znak se dale dosahuje tim, Ze X3 se vybere
z kovt tak, Ze se kombinuje nejnizsi primér atomu (< 0,18 nm)

a nejvy38i oxida¢ni potencial (<-1,0 eV).
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Tabulka 2

Kovy sefazené od nejniZSiho poloméru atomu

Prvek Oxidacni Polomér Polomér
potencial* atomu' iontu!
Mn -1,185 1,12 0,67
Be -1,847 1,14 0,27
Cr -0,744 1,25 0,55
\Y% -1,175 1,34 0,54
Ga -0,539 1,35 0,62
Zn -0,7618 1,39 0,74
Ti -1,63 1,46 0,61
Nb -1,099 1,46 0, 64
Ta -0,6 1,46 0,64
Cd -0,403 1,51 0,95
Li ~3,0401 1,52 0,76
HE -1,55 1,59 0,71
Zr -1,45 1,60 0,72
Te -1,143 1,60 0,56~0,97
Mg -2,7 1,61 0,72
Sc -2,0717 1,64 0,75
Ce -2,336 1,72 1,02
Er -2,331 1,76 0,89
Ho -2,33 1,77 0,90
Dy -2,295 1,77 0,91
b -2,28 1,78 0,92
Th -1,899 1,79 0,94
Sm ~-2,304 1,80 0,96
Gd -2,279 1,80 0,94
Pm -2,3 1,81 0,97
Nd -2,323 1,82 0,98
Pr ~-2,353 1,83 0,99
Na -2,71 1,86 1,02
La -2,379 i,88 1,03
Ca -2,868 1,98 1,00
Eu -1,991 2,04 0,95
St -2,899 2,15 1,18
Ba -2,912 2,22 1,35
K -2,931 2,31 1,38
Rb -2,98 2,48 1,52
Cs -3,026 2,65 1,67
* v eV

' v Angstromech
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[0034] Navic je magnetické zaznamové médium tvoreno vice neZ O
atomarnimi procenty a méné& neZ patndcti atomdrnimi procenty
X3.

{0035] Vynalez byl popsédn pomoci pirikladd konkrétnich
provedeni. Tyto pfiklady je tfeba chépat tak, Ze vynalez neni
omezen na vy$e popsand provedeni a Ze odbornik v oboru miZe
provést rtzné jejich zmény, aniZ by se odchylil od duchu a

rozsahu vynalezu.
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PATENTOVE NAROKY
Rozpradovaci elektroda tvofena:
feromagnetickou slitinou, ptricem? tato

feromagneticka slitina obsahuje zakladni kov; a

X1, vyznadujici se tim, Ze X; je kov majici primér

atomu men&i ne? 0,266 nm a oxidalni potencidl vE&t3i neZ je

oxida&ni potencidl zadkladniho kovu.

se

se

se

se

se

se

se

Rozpra$ovaci elektroda podle naroku 1, vyznacujici

Ye tento zakladni kov Jje Co.

Rozpradovaci elektroda podle naroku 2, vyznac¢ujici

e tato feromagnetickéd slitina dale obsahuje Ta.

Rozpradovaci elektroda podle naroku 2, vyznacujici

e tato feromagneticka slitina dadle obsahuje Pt.

Rozpradovaci elektroda podle n&roku 4, vyznacujici

e tato feromagneticka slitina dale obsahuje Cr.

Rozpradovaci elektroda podle n&roku 1, vyznadujici

e tento zakladni kov je Fe.

Rozpradovaci elektroda podle naroku 6, vyznacdujici

e tato feromagneticka slitina déle obsahuje Ta.

Rozpradovaci elektroda podle naroku 6, vyznacujici

e tato feromagneticka slitina dile obsahuje Pt.

Rozpradovaci elektroda podle naroku 1, wvyznacujici
e X; je kov vybrany ze skupiny sestivajici z Al, Ba,

cd, Ce, Cr, Cs, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Hf, Ho, K, La, Li,
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Mg, Mn, Na, Nb, Nd, Pm, Pr, Rb, Sc, Sm, Sr, Ta, Tb, Te, Th,
Ti, V, Y, Zn a 2r.

10. Rozpra$ovaci elektroda podle naroku 1, vyznaCujici
se tim, Ze X; mad polomé&r atomu mensSi neZ 0,18 nm.

11. Rozpradovaci elektroda podle naroku 1, vyznacujici
se tim, Ze rozpraSovaci elektroda obsahuje vice neZz 0
atomdrnich procent a méné nez 15 atomdrnich procent Xi.
12. ZpGsob vyroby magnetického  z&znamového média,
zahrnujici krok spoc¢ivajici v:
reaktivnim rozprasovani rozpraSovaci elektrody

v atmosfére obsahujici kyslik, vyznacujici se tim, ze
rozprasovaci elektroda je tvofena

feromagnetickou slitinou, pricemz tato
feromagnetickd slitina obsahuje zakladni kov; a

X,, kde X, je kov majici primér atomu men3i neZ 0,266
nm a oxidaéni

oxida&ni potencial vét3i neZ je potencidl

zdkladniho kovu.

13. Magnetické zaznamové médium naprasené na substrat,

obsahujici:

vrstvu tenkého filmu pro ukladani dat vytvofenou na
substratu, vyznadujici se tim, Ze tato vrstva tenkého filmu
pro ukladani dat je vytvofena z:

feromagnetické slitiny, pficemZ tato feromagneticka
slitina obsahuje z&kladni kov; a

oxidu X3, kde X3jé kov majici primér atomu men$i nezZ
0,266 nm a oxida¢ni potencidl vé&t3i neZ je oxidadni potencial

zadkladniho kovu.

14. Médium podle naroku 13, vyznatujici se tim, Ze tento

zakladni kov je Co.
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15. Médium podle naroku 14, vyznacujici se tim, Ze tato

feromagneticka slitina dale obsahuje Ta.

16. Médium podle naroku 14, vyznacujici se tim, Ze tato

feromagneticka slitina déle obsahuje Pt.

17. Médium podle naroku 14, vyznac¢ujici se tim, ze tato

feromagneticka slitina dale obsahuje Cr.

18. Médium podle naroku 13, vyznaCujici se tim, Ze

tento zdkladni kov je Fe.

19. Médium podle naroku 18, vyznacujici se tim, Ze tato

feromagnetickad slitina dale obsahuje Pt.

20. Médium podle naroku 18, vyznaCujici se tim, Ze tato

feromagneticka slitina dale obsahuje Ta.

21. Médium podle naroku 13, vyznacujici se tim, Ze X3 je
vybran ze skupiny sestdvajici z Ba, Be, Ca, cd, Ce, Cr, Cs,
Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Hf, Ho, K, La, Li, Mg, Mn, Na, Nb, Nd, Pm,
Pr Rb, Sc, Sm, Sr, Ta, Tb, Te, Th, Ti, V, Zn a Zr.

22. Médium podle naroku 13, vyznadujici se tim, Ze X3 ma

polomé&r atomu men3i nez 0,18 nm.

23. Médium podle né&roku 13, vyznacujicl se tim, Ze toto
médium obsahuje vice neZ 0 atomarnich procent a méné& neZ 15

atomarnich procent Xs.
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